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OSC. 

32.768 kHz 

FOUT 

FOE 

/ AIRQ 

D I 

/ TIRQ 

DO 

CLK 

CE1 

CE0 

 

RAM  128 ս 
 

( 8 ս × 16 ) 
  

 

 

㖞޵㖞޵㖞޵㖞޵•••• SRAM    

•वਜ਼ 128 ս(8 ս× 16)RAM寄 

 
••••᧕ਓ㊫ර᧕ਓ㊫ර᧕ਓ㊫ර᧕ਓ㊫ර    

• 4 㓯ᖒᔿⲴѢ㹼᧕ਓ 
 ∗ 䙊䗷ሶ DI ઼ DO ᕅ㝊䘎᧕䎧ᶕˈਟᇎ⧠ 3 㓯᧕ਓ㊫රǄ 

 
••••32.768 kHz 仁⦷䗃࣏ࠪ㜭仁⦷䗃࣏ࠪ㜭仁⦷䗃࣏ࠪ㜭仁⦷䗃࣏ࠪ㜭 

• FOUT ᕅ㝊䗃ࠪ (C-MOS 䗃ࠪ), CL=30 pF 
• FOE ᕅ㝊੟⭘䗃ࠪᢃᔰ属ޣ䰝᧗࣏ࡦ㜭 
 

••••ᇊᰦಘ࣏㜭ᇊᰦಘ࣏㜭ᇊᰦಘ࣏㜭ᇊᰦಘ࣏㜭 
• ᇊᰦಘ࣏㜭ਟ䇮㖞Ⲵᰦ䰤㤳തѪ˖1/4096 ࡠ。  䫏࠶ 4095
• ൘ਁ⭏һԦⲴᰦىˈሶ㠚ࣘ䇠ᖅࡠ TF-bitˈᒦਟ㜭䙊䗷/TIRQ ᕅ㝊䘋㹼䗃

ࠪ ˄ᔰ┿䗃ࠪ˅ 
 
••••ѝᯝ࣏㜭ѝᯝ࣏㜭ѝᯝ࣏㜭ѝᯝ࣏㜭 

• ᣕ䆖ѝᯝ࣏㜭ˈᇊᰦಘѝᯝ࣏㜭 

 
 ᕅ㝊࣏㜭ᇊѹ       ᕅ㝊䘎᧕ 属 ཆ䜘ቪረ㿴Ṭ     (অս:mm)  

 
 

ؑਧ਽〠 䗃ޕ属䗃ࠪ ࣏㜭 

CE0 䗃ޕ 㣟⡷੟⭘Ⲵᕅ㝊0Ǆ  ( ާ༷ањ޵㖞Ⲵл᣹⭥䱫) 

CE1 䗃ޕ 㣟⡷੟⭘Ⲵᕅ㝊1Ǆ  (нާ༷޵㖞Ⲵл᣹⭥䱫 )  
CLK 䗃ޕ ⭘ҾѢ㹼ᮠᦞՐ䘱Ⲵ〫սᰦ䫏䗃ޕᕅ㝊Ǆ 

DI 䗃ޕ ⭘ҾѢ㹼ᮠᦞՐ䘱Ⲵᮠᦞ䗃ޕᕅ㝊Ǆ 

DO 䗃ࠪ ⭘ҾѢ㹼ᮠᦞՐ䘱Ⲵᮠᦞ䗃ࠪᕅ㝊Ǆ 

FOUT 䗃ࠪ 
䈕ᕅ㝊䗃ࠪ32.768 kHz৲㘳ᰦ䫏ؑਧ( CMOS 䗃ࠪ)Ǆ 
൘䗃ࠪڌ→Ⲵᰦىˈ儈䱫ᣇǄ 

FOE 䗃ޕ ⭘ҾFOUT 䗃ࠪ᧗ࡦⲴ䗃ޕᕅ㝊Ǆ 

/ AIRQ 䗃ࠪ ⭘Ҿᣕ䆖઼ᰦ䰤ᴤᯠѝᯝⲴᔰ┿䗃ࠪᕅ㝊Ǆ 

/ TIRQ 䗃ࠪ ⭘ҾᇊᰦಘѝᯝⲴᔰ┿䗃ࠪᕅ㝊Ǆ 
VDD - 䘎᧕ࡠ⭥Ⓚ↓ᶱǄ 

GND - ᧕ൠǄ 
 

 
 

 

 

       

 

 RX − 4581 NB 
 

1. GND 22. N.C. 

2. CE1 21. N.C. 

3. CE0 20. N.C. 

4. DI 19. N.C. 

5. DO 18. N.C. 

6. CLK 17. N.C. 

7. / TIRQ 16. N.C. 

8. / AIRQ 15. N.C. 

9. FOE 14. N.C. 

10. FOUT 13.  −  

11. VDD 

 

4.8 

6.
3 

M
ax

.  

5.0 ± 0.2 

0.
5 

1.3 ± 0.1    

12.  −  
 

  SON − 22 ᕅ㝊 
  

 
䠁኎ਟ㜭᳤䵢൘䈕ӗ૱Ⲵ亦䜘ᡆᓅ䜘Ǆ 
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 㿴Ṭ˄⢩ᖱ˅ *  䈧৲㘳Āᓄ⭘᡻޼āㄐ㢲޵ᇩˈԕ㧧ਆᴤཊ䈖㓶ؑ᚟ 
 

 

����     ᧘㦀Ⲵᐕ֌ᶑԦ 

亩ⴞ ㅖਧ ᶑԦ Min. Typ. Max. অս 

⭥Ⓚ⭥঻ VDD - 1.6 3.0 5.5 V 
ᰦ䫏⭥঻ VCLK - 1.6 3.0 5.5 V 
ᐕ֌⑙ᓖ TOPR - -40 +25 +85 °C 
 

����     仁⦷⢩ᖱ  
亩ⴞ ㅖਧ ᶑԦ 仍ᇊ٬ অս 

仁⦷㋮ᓖ ∆ f / f Ta = +25 °C 
VDD = 3.0 V   B: 5 ± 23 ∗ × 10−6 

ᥟ㦑ಘ੟ࣘᰦ䰤 tSTA 
Ta = +25 °C 
VDD = 3.0 V 

3  Max. s 

 

∗ 䈧㚄㌫ᡁԜԕ㧧ਆᴤ㋮ᓖӗ૱ (⴨ᖃҾ⇿ᴸ 度  (ᐞٿ䫏Ⲵ࠶

 

 

����     DC ⢩ᖱ  Ta = -40 °C ~ +85 °C 
亩ⴞ ㅖਧ ᶑԦ Min. Typ. Max. অս 

 㙇࣏

IBK 

CE0, CE1 = GND 
FOE = GND 
 

FOUT ;䗃ࠪ OFF 
         ( Hi - z ) 

VDD 

 = 5 V  - 0.6 1.2 

µA 
VDD 

 = 3 V  - 0.4 0.8 

I32k 

CE0, CE1 = GND 
FOE =  VDD 
 

FOUT ; 
32.768 kHz 䗃ࠪ ON 
CL = 30 pF 

VDD 

 = 5 V  - 8.0 20.0 

µA 
VDD 

 = 3 V  - 5.0 12.0 

 

 
 
 

 

 

 
ᇎᰦᰦ䫏⁑ඇ (SPI-Bus) 
㖞޵ SRAM 

 

RX - 4581    NB 
 
㖞޵•  32.768 kHz Ღփঅݳ (仁⦷㋮ᓖ䈳ᮤᆼ∅器 

 •᧕ਓ㊫ර ˖4 㓯Ѣ㹼᧕ਓ 

 •ᐕ֌⭥঻㤳ത ˖1.6 V ~ 5.5 V 
 •䇑ᰦ(؍ᤱ器⭥঻㤳ത ˖1.6 V ~ 5.5 V 
 •վᖵᵪ⭥⍱ ˖0.4µA / 3 V (Typ.) 
㖞޵•  SRAM ˖޵㖞Ⲵ 128 ս(8 ս×16)RAM. 
 •32.768 kHz 仁⦷䗃࣏ࠪ㜭 ˖ᑖ᧗ࡦᕅ㝊Ⲵ CMOS 䗃ࠪ 

 •वᤜᰦ࡫ǃᰕশǃ䆖ᣕಘǃᇊᰦಘ࣏㜭ㅹ 

  

ӗ૱ਧ⸱(䈧㚄㌫ᡁԜ器 

RX-4581NB : Q41458191000200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推进环境管理体系 
符合国际标准 
在环境管理体系的运行方面，使用 ISO14001 国际环境标准，通过“计

划-实施-检查-验证（PDCA）的循环来实现持续改进。公司位于日本和

海外的主要制造基地已取得了 ISO14001 资格认证。 

 

 

 

 

 

追求高品质 
Seiko Epson 为了向顾客提供高品质、卓越信赖性的产品、服务，迅
速着手通过 ISO 9000 系列资格认证的工作，其日本和海外工厂也在通

过 ISO 9001认证。同时，也在通过大型汽车制造厂商要求规格的 ISO/TS 
16949 认证。 
 

 
 

 

 

 

关于在目录内使用的记号 

 
●无铅。 

 ●符合欧盟 RoHS 指令。 
  欧盟 RoHS 指令免检的含铅产品。 
  （密封玻璃、高温熔化性焊料或其他材料中包含铅。） 

 
 ●为汽车方面的应用，如汽车多媒体、车身电子、遥控无钥门锁等。 

 
●为汽车行驶安全方面的应用（引擎控制单元、气囊、电子稳定程序控制系统）。 

 

注意事项 
·本材料如有变更，恕不另行通知。量产设计时请确认最新信息。 

·未经 Seiko Epson 公司书面授权，禁止以任何形式或任何方式复制或者发布本材料中任何部分的信息内容。 

·本材料中的书面信息、应用电路、编程、使用等内容仅供参考。Seiko Epson 公司对第三方专利或版权的侵权行为不负有任何责任。本材料

未对任何专利或知识版权的许可权进行授权。 

·本材料中规格表中的数值大小通过数值线上的大小关系表示。 

·当出口此材料中描述的产品或技术时，你应该遵守相应的出口管制法律和法规，并按照这些法律和法规的要求执行。 

  请不要将产品（以及任何情况下提供任何的技术信息）用于开发或制造大规模杀伤性武器或其他军事用途。还要求，不要将产品提供给任何

将产品用于此类违禁用途的第三方。 

·此类产品是基于在一般电子机械内使用而设计开发的，如将产品应用于需要极高可靠性的特定用途，必须实现得到弊公司的事前许可。若

无许可弊公司将不负任何责任。 

1.太空设备（人造卫星、火箭等） 2.运输车辆机器控制装置（汽车、飞机、火车、船舶等） 3.用于维持生命的医疗器械 

4.海底中转设备  5.发电站控制机器  6.防灾防盗装置  7.交通设备  8.其他，用于与 1～7 具有同等可靠性的用途。 

 

本材料中记载的品牌名称或产品名称是其所有人的商标或注册商标。 

 

 

Seiko Epson Corporation 

ISO 14000 是国际标准化组织于 1996 年在全球化变暖、臭
氧层破坏、以及全球毁林等环境问题日益严重的背景下提
出的环境管理国际标准。  

ISO/TS16949 是一项国际标准,是在 ISO9001 的基础上增
加了对汽车工业的特殊要求部分。 
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